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実験

研究の目的

p型結晶シリコン太陽電池におけるPID試験時の
pn接合部へのバイアス印加効果

順バイアス⇒0.4, 0.6, 0.8 V
逆バイアス⇒-0.2, -0.4, -0.6 V

結果

PID試験時にpn接合にバイアス印加するとPIDに影響がある
⇒順バイアス印加でPIDが抑制される
⇒逆バイアス印加でPIDが促進される

逆バイアス 順バイアス

Voltage/ V

Current/ A

降伏現象 約1.2 V
-30～-33 V

約20 A ＜PID試験条件＞
電圧： -1000 V 
温度： 85℃
湿度： 2%以下
時間： 1 h

バイアス印加時のセル特性 PID試験時の模式図 回復試験時の模式図

太陽光発電システムの出力が短期間で大幅に低下するPotential Induced Degradation (PID)現象は、モジュール表面のカバーガラスからセルへ移
動するNaが主要因とされているが [1,2]、カバーガラスがなくてもPIDが生じることや、Si表面のNa汚染でもPIDが生じることが分かっている[3]。
今回は、pn接合部へのバイアス印加がPIDに及ぼす影響について検証し、Naの移動との関係を考察した。
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＜PID試験＋バイアス印加＞

結論

逆バイアス印加 順バイアス印加

逆バイアス印加⇒劣化大
順バイアス印加⇒劣化小

―Isc ― Voc ― Pmax
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PID試験前後のJ-V特性の比較 各パラメータ保持率の比較

Pmax回復比 回復試験1週間前後のdark J-V特性

参考文献

エネルギーバンド図
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順バイアス印加
⇒Naのドリフトを抑制

逆バイアス印加
⇒Naのドリフトを促進
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逆バイアス印加 順バイアス印加
Vocの劣化大・ の劣化大 の劣化小

-0.2 V

-0.4 V
-0.6 V

印加なし

印加なし

0.4 V

0.6 V

0.8 V
試験前

Pmaxの回復とRshの回復
逆バイアス＞印加なし＞順バイアス>85℃

Normalized Pmax

Na-incorporation (on cell)                                 Na-incorporation (on EVA)

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1

0 4 8 12
Time/ day

N
or

m
al

iz
ed

 P
m

ax

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1

0 4 8 12
Time/ day

N
or

m
al

iz
ed

 P
m

ax

5%
3%

1%バックシート
EVA

c-Si

バックシート
EVA

c-Si1%
5%

3%

w/o incorp.w/o incorp.

＜回復試験条件＞
電圧： +1000 V 
温度： 85℃
湿度： 2%以下
時間： 1 week

順バイアス⇒0.8 V
逆バイアス⇒-0.8 V

バックシート
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＜回復試験＋バイアス印加＞ ＜PID試験＋バイアス印加考察＞

試験前

85℃
印加なし
順バイアス0.8 V
逆バイアス0.8 V

85℃

印加なし

順バイアス0.8 V

逆バイアス0.8 V
PID試験後
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